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3) Ddns le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le veeu quetous les Comités nationaux ad
ledrs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI dans la mesure\0u les conditions nationales le
Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale ¢Orrespondante doit, dans la mesure
étie indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La présente norme a été préparée par le Sous-Comité 47A: Circuits intégrés, et par le Comitg
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
CIRCUITS INTEGRES

Onziéme partie: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés

a semiconducteurs a Pexclusion des circuits hybrides

PREAMBULE

sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expriment dans|la-plus grande me
accord international sur les sujets examinés.

PREFACE

7 de 1a CEI: Dispositifs a semiconductéurs.

e norme est une spécification intermédiaire pour les circuits intégrés a semiconducteurs, a
ircuits hybrides, dans le domaine du Systéme CEI d’assurance de la qualité des compo
ques (IECQ).

exte de cette norme est issu des documents suivants:

Regle des Six mois Rapports de vote
47/47A(BC)1037/176 47A(BC)196
47/47A(BC)1049/173 47A(BC)197

47A(BC)204 47A(BC)231
47A(BC)208 47A(BC)236

tés d’Etudes
ure possible

k5 décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées commettelles par les Comités nafionaux.

optent dans
permettent.
du possible,

d’Etudes

’exclusion
ants élec-

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de spéci-
fication dans le Systéme CEI d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
INTEGRATED CIRCUITS

Part 11: Sectional specification for semiconductor integrated circuits
excluding hybrid circuits

FOREWORD

1) The fofmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which ail the
Nationfil Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible)an‘international cqnsensus
of opinfon on the subjects dealt with.

2) They hpve the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.

3) In ordgr to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt(the text
of the JEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the
IEC refommendation and the corresponding national rules should, as far as posSible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Sub-Committee 47A: Integrated Circuits, and IEC Teghnical
Commitfee No. 47: Semiconductor Devices. ‘

This stapdard is a sectional specification for semiconductor integrated circuits excluding hybrid dircuits
in the figld of the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

The texq of this standard is based(on the following documents:

Six Months’ Rule Reports on Voting
47/47A(CO)1037/176 47A(CO)196
47/47A(C0O)1049/173 47A(C0O)197

47A(CO)204 47A(CO)231
47A(CO)208 47A(CO)236

Full informdtion on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Reports
indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the
IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications N 68: Essais d’environnement.
68-2-17 (1978): Deuxie¢me partie: Essais — Essai Q: Etanchéité.
191-2 (1966): Normalisation mécanique des dispositifs a semi-conducteurs.
Deuxi¢me partie: Dimensions.
191-4 (1987): Quatrieme partie: Systeme de codification et classification en formes
des boitiers pour dispositifs 4 semiconducteurs.
617-12 (1983): Symboles graphiques pour schémas, Douzieéme partie: Opérateurs
logiques binaires.
617-13 (1978): Treizieéme partie: Opérateurs analogiques.
747-1 (1983): Dispositifs a semiconducteurs. Dispositifs discrets et circuits intégrés,
Premiére partie: Généralités.

les circuits intégrés.
748: Dispositifs a semiconducteurs. Circuits intégrés.
748-1 (1984): Premiére partie: Généralités. (Voir note)
748-2 (1985): Deuxiéme partie: Circuits intégrés digitaux.
748-3 (1986): Troisieme partie: Circuits intégrés analogiques.
748-4 (1987): Quatrieme partie: Circuits intégrés d’interface.
749 (1984): Dispositifs a semiconducteurs. Essais mécaniques et climatiques.
QC 001002 (1986): Regles de procédure du Systéme CEI d’assurance dé‘la‘\qualité des composdnts
électroniques (IECQ).

NOTH - La Publication 748-1 a été modifiée par les documents 47(BC)207 et, 238" Ces documents annulent et|remplacent
Particle 2 du chapitre VI (de I'édition 1984) et introduit le nouvel article 10 de©e'méme chapitre.
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The following 1EC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 68:
68-2-17 (1978):

191-2 (1966):

191-4 (1987):

617-12 (1983):
617-13 (1978):
747-1 (1983):

747-10 (1984):
748:

Environmental testing.
Part 2: Tests — Test Q: Sealing.

Mechanical standardization of semiconductor devices, Part 2: Dimensions.

Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines
for semiconductor devices.

Graphical symbols for diagrams, Part 12: Binary logic elements.

Part 13: Analogue elements.

Semiconductor devices. Discrete devices and integrated circuits,

Part 1: General.

Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits.
Semiconductor devices. Integrated circuits.

NOTE - IEC Publication 748-1 has been amended by documents 47(C0)207 and 238. These(documents supersede cla

748 T (1982
748-2 (1985):
748-3 (1986):
748-4 (1987):

749 (1984):

QC 001002 (1986):

rart 1. OCNcTal. { 3CC TIUIC)

Part 2: Digital integrated circuits.

Part 3: Analogue integrated circuits.

Part 4: Interface integrated circuits.

Semiconductor devices. Mechanical and climatic test methods.

Rules of Procedure of the IEC Quality Assessment System for Electronic
Components (IECQ).

Chapter V[l (1984 edition) and add a new clause 10 to the same chapter.

ise 2 in
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
CIRCUITS INTEGRES

Onziéme partie: Spécification intermédiaire pour les circuits intégrés

a semiconducteurs a exclusion des circuits hybrides

Domaine d’application

Laq
com

2.

Cett
elle

de s
intég

Au lieu de la procédure d’homologation, on peut utiliser la procédure d’agrément de savoir-

les 11
d’ag
fabr

Iles
3.6 ¢
ou g

Toufes les exigences de cette spécification demeurent valables, tant qu’elles ne seront pas mo

len

2.1

Publication 747-10/QC 700000 (1984) de la CEI.

2.2
Voir

2.3
Voiri

résente spécification intermédiaire s’applique aux circuits intégrés a semiconducteurs'en
pris les circuits intégrés polylithiques, mais a ’exclusion des circuits hybrides.

Généralités
e spécification doit étre lue conjointement avec la spécification générique’a laquelle elle
lonne des détails sur les procédures d’assurance de la qualité, les exigences de contréle, les

Election, les exigences pour les prélevements, les essais et les mesures exigés pour tous
rés a semiconducteurs, comprenant les circuits digitaux, analogiques et d’interface.

eegles de procédure de la Publication QC 001002 de 1a-CEI, paragraphe 11.7, mais les
'ément de savoir-faire pour les circuits intégrés sont actuellement a ’étude) pour tous les
qués selon un procédé défini.

possible d’appliquer en outre les reégles de controle de la conformité de la qualité (voir p
le 1a Publication 747-10 de la CEI et articles.5 a 9 de la présente spécification) pour chaq
roupe de modéles produits selon ce procedé, si cela est exigé et réalisable techniquems

uvel article «Procédure d’agrément de savoir-faire» (a ’étude).

Documents applicables

Valeurs recommandées de températures
la Publication\748-1 de la CEI, chapitre VI, article 5.

Valeurs. recommandées des tensions
la Publication 748-1 de la CEI, chapitre VI, article 6.

boitier, y

se référe;
séquences
es circuits

faire (voir
rocédures
dispositifs

aragraphe
e modele
nt.

difiées par

2.4

Dofinitions relatives any ondratione de fahyicating
S—FE+t CSGHA—OPEFAHORS—GEHIOF H

T O 2222

2.4.1 Ligne de fabrication
Une ligne de fabrication est définie comme un ensemble unique d’opérations de fabrication comprenant

une

ou plusieurs des phases de fabrication suivantes:
1) diffusion;
2) préparation des pastilles;
3) assemblage;
4) finition et mesures électriques finales;
5) sélection (si applicable).

NOTE - Les procédures d’assurance de la qualité ne sont pas comprises dans ces phases.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
INTEGRATED CIRCUITS

Part 11: Sectional specification for semiconductor integrated circuits
excluding hybrid circuits

1. Scope

This secfional specification applies to encapsulated semiconductor integrated circuits, including
chip intggrated circuits, but excluding hybrid circuits.

2. G¢neral

This spetification shall be read together with the generic specification to which it refers and it gives

multi-

details

on the Quality Assessment Procedures, the inspection requirements, screefing sequences, sampling

requirements, and test and measurement procedures required for the assessment of semicon
integratgd circuits, including digital, analogue and interface circuits.

Instead pf the Qualification Approval Procedure, it is allowed to apply the Capability Approval

ductor

Proce-

dure (seg IEC Publication QC 001002, Rules of Procedure, Subelause 11.7; but at present, Cappbility
Approval Procedures for integrated circuits are under consideration) for all devices manufacturgd in a

defined process.

Additional application of the Quality Conformance Igspection rules (see IEC Publication 747-1(], Sub-
clause 3)6, and this specification, Clauses 5 to 9) is*possible for any type or group of types, prodiced in

that profess, if required and technically feasible:

All the requirements of this specification remain valid, unless modified by the requirements set
the new|clause: “Capability Approval Precedure” (under consideration).

2.1 Rdlated documents
IEC Publication 747-10/QC 700000 (1984).

2.2 Rdcommended values.of temperatures
See IE(] Publication 748-1, Chapter VI, Clause 5.

2.3 Rdcommended values of voltages
See IE( Publication 748-1, Chapter VI, Clause 6.

2.4 De¢finitions related to manufacturing operations

out in

2.4.1 Production line

A production line is defined as a single set of process operations including one or several of the following

manufacturing phases:
1) diffusion;
2) preparation of dice;
3) assembly;
4) finishing and final electrical measurements;
5) screening (if applicable).

NOTE - Quality assessment procedures are not included in these phases.
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1) Diffusion
Cette phase est 'ensemble des opérations de fabrication effectuées a partir de 1’étape initiale de
fabrication, jusqu’a la derniére étape précédant la séparation des pastilles.

2) Préparation des pastilles

Cette phase est ’ensemble des opérations de fabrication effectuées pour diviser la plaquette en
pastilles. Au titre de la présente spécification, cette phase peut, au gré du fabricant, étre incluse
soit dans la phase de diffusion, soit dans la phase d’assemblage.

3) Assemblage
Cette phase est 'ensemble des opérations de fabrication comprenant la fixation de la pastille, la
réalisation des connexions internes et I’encapsulation.

2.4.2

Un ]
fabri

243

4) Finition et mesures électriques finales
Cette phase est I’ensemble final des opérations de fabrication situées avant la disponibilité¢ du lot
et comprenant, par exemple:
— traitement final des sorties incluant, le cas échéant, I'opération de métallisation des sorties;
— revétement de surface;
— marquage;
— mesures électriques finales.
5) Sélection (si applicable)
Cette phase peut faire partie des opérations d’assemblagé.et/ou de finition.

Les opérations de sélection sont définies a I’article &

Lot de fabrication

pt de fabrication est constitué de dispositifs du méme type, fabriqués dans une mémg¢ ligne de
Cation et qui passent par le méme processus désigné, normalement au cours d’'une méme| semaine.

Modifications de fabrication
1) Définitions des modifications@ajeures

Tout changement dans la technelogie ou le procédé de fabrication susceptible d’affecter|la qualité
ou les performances d’up-produit fourni selon une spécification, ou susceptible de prgvoquer le
passage d’un tel produit d’un groupe de circuits associables & un autre groupe (existarlt ou nou-
veau) (voir article 6)-représente une modification considérée comme majeure. Il est de |a respon-
sabilité du contrdlenr du fabricant de décider si une modification est majeure ou non.

Des exemples.de modifications majeures sont donnés a I’alinéa 3) ci-dessous.

2) Procédure en cas de modification majeure

Aucumermodification majeure ne doit devenir effective sans étre notifiée a ’Organism¢ national
de surveillance (ONS) avec la démonstration du maintien de la qualité par des essais significatifs.

3y Exemples de modifications majeures
a) Fixation de la pastille
— d’une soudure eutectique a une fixation par résine époxyde.
Non considéré comme modification majeure: changement d’outillage sans changement de techno-
logie ou utilisation d’une préforme a la place de surfaces d’alliage plaquées d’or.

b) Passivation du cristal
— Tutilisation d’oxyde de silicium a la place de nitrure de silicium;
— la séquence des couches de passivation.
Non considéré comme modification majeure: changement de la méthode de dépot des couches de
passivation.
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1) Diffusion
This phase is the set of manufacturing process operations from the primary stage of manufacture
to the last step before separation of dice.

2) Preparation of dice

This phase is the set of manufacturing process operations to divide the wafer into dice. For the
purpose of this specification, this phase may be included in either the diffusion or the assembly
phase at the manufacturer’s convenience.

3) Assembly
This phase is the set of manufacturing process operations comprising die attach, lead bonding and

lats
€ apstratrons

4)| Finishing and final electrical measurements
This phase is the final set of manufacturing process operations before lot release, including for
example:

— post-treatment of terminals including plating operation, if any;
— coating;

— marking;

— final electric measurements.

5)| Screening (if applicable)
This phase may be part of the assembly and/or finishing 6peration(s).

Screening is defined in Clause 8 below.

2.4.2 Production lot

A prodyction lot consists of devices of the same type; manufactured in the same production li
passing through the same nominated process, notmally within one week.

2.4.3 Changes in manufacturing operations
1)| Definition of major changes
A§y change in manufacturing process or technology which could affect the quality or perform

a product supplied to an approved specification, or which could require a product to be trans

fr
below) represents a change considered as major. It is the responsibility of the Chief Inspe

delcide whether the_change is major or not.
Sdme examples-of major changes are given in 3) below.

2)| Procedure in the event of a major change
Any miajor change shall only be implemented with notification and demonstration by test ev

he and

ince of
ferred

m one structural similarity group of circuits to another (new or existing) group (see Clause 6

ctor to

idence

of| maintenance of quality to the NSI.

3) Examples of major changes

a) Die attach
— from eutectic solder to epoxy attachment.

Not considered as a major change: equipment change without changing the technology or the use

of preform instead of gold plated alloy surfaces.

b) Crystal passivation
— from silicon-nitride to silicon-oxide;
— sequence of the passivation layers.

Not considered as a major change: changing of the method of deposition of the passivation

layers.
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¢) Matériau du boitier
- le boitier céramique devient une encapsulation plastique;
— le plastique A devient un plastique B.

d) Métallisation
— la métallisation or devient aluminium.

e) Taille et/ou dessin de la pastille
— introduction d’anneaux de garde et/ou de couches d’arrét.

f) Connexions internes
— la thermocompression est remplacée par une soudure aux ultrasons;
— les fils d’or deviennent des fils d’aluminium.

g) Verilication fonctionnelle pendant Ie controle de conformite de 1a qualite
— toute réduction de séquences d’essais dans les programmes d’essais.

3. Sous-traitance

Lorsqqu’un fabricant agréé se réfere aux régles de procédure, paragraphe 11.1¢27de la Publidation QC
001002 de la CEI relatives a la sous-traitance, il doit s’assurer que les conditions suivantes sontjremplies:

— le processus de fabrication sous-traité peut €tre soit le processus de”diffusion, soit le processus
d’assemblage, y compris les opérations de sélection qui en font,partie. Les opérations dd sélection
postérieures a ’assemblage peuvent également étre sous-traitéesindépendamment. Les gpérations
de finition peuvent étre sous-traitées uniquement avec le processus complet d’assemblage, a I'ex-
ception de I'opération de métallisation des sorties qui pelit étre sous-traitée séparément (vpir 2.4.1).

L’ONS doit s’assurer que le controleur qui certifie la cofiformité des composants au systemq IECQ:

e dispose de la totalité des documents d’assurance de qualité et de contrdle de toute ppération
réalisée en dehors de la zone géographique de, I'IECQ. Les documents doivent inclure 1ds enregis-
trements des contrdles effectués sur chague €chantillon du produit sous assurance de qualité;

e vérifie régulierement que ’assurance.de qualité et ie contrdle sont appliqués conform¢ment aux
exigences agréées.

Le controleur doit agréer et posséder*les procédures utilisées pour le transfert des pieces deppuis le lieu
de faprication jusqu’au fabricant, sitt€ dans la zone géographique de I'TECQ, qui certifie les composants.
L’ONS doit étre informé et avoirvacces a la documentation applicable.

Toutg modification des exigences de controle et des procédures de fabrication doit étre communiquée
au cqntroleur qui certifi€ les composants. Le controleur doit informer I’ONS des modifications|majeures
(voir|2.4.3).

Le fabricant agréé-doit exécuter les essais d’acceptation prescrits par la spécification parti¢uliere du
composant qu’il)certifie. Ces essais peuvent étre exécutés dans un établissement situé a I’extégieur de la
zone(géographique de 'TECQ, a condition que cet établissement soit supervisé par ’ONS. D’autre part,

les egsais d’acceptation peuvent étre sous-traités dans un laboratoire d’essais agréé situé a I'inférieur de
la zohe gﬁngraphiqnp de P'TECQ

4.  Etape initiale de fabrication

Pour les besoins de cette spécification intermédiaire, cette étape est définie comme suit:

4.1 Dispositifs bipolaires

Le premier processus qui fait apparaitre 1’autre polarité de dopage dans un matériau semiconducteur
monocristallin entiérement de type P ou de type N.

4.2 Dispositifs unipolaires (par exemple dispositifs a effet de champ MOS)
La premiere oxydation du substrat ou le dép6t sur le substrat.
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¢) Package material
— from ceramic to plastic;
— from plastic A to plastic B.

d) Metallization
— from gold to aluminium metallization.

¢) Die size and/or die layout
- introduction of guard-rings and/or barrier layers.

f) Bonding
— from the thermo-compression to the ultrasonic method;
~ from gold bond wire to aluminium wire.

~ any reduction of test sequences in the test programs.

3. Subcontracting

When the approved manufacturer invokes Rules of Procedure, Subclause 11.1.2¢pf IEC Publi

QC 001002 concerning subcontracting, he shall ensure that the following conditions are satisfied:

Prd
aft
be

e subcontracted manufacturing process may be either the diffusionprocess or the ass

tioh which may be subcontracted separately (see 2.4.1 above).

The Natj

the components under the IECQ system:

tio

for] each sample of the product which undergoes inspection;

egularly verifies that the quality assessment and inspection is applied in accordance wi

agileed requirements.

The Chig
from the

the com;Lonent. The NSI shall be informed and have access to the applicable documents.

Any cha
Chief Ing

ges in inspection fequirements and manufacturing procedures shall be reported back

Chief Ingpector to the NSI (see 2.4.3 above).

The appfoved manufacturer shall perform the acceptance tests prescribed by the detail specificati
the componenthe is certifying. He can perform the acceptance tests in a facility outside the IEC() geo-
graphica| area;provided that this facility is supervised by the NSI. Acceptance tests can be subcont
to approned‘test lahoratories within the TECQ geographical area

ration

embly

cess, including screening steps which are incorporated in them(Screening operation applied
er assembly process may also be independently subcontracted, The finishing process can only
subcontracted together with the complete assembly process;.except for the lead plating ¢pera-

onal Supervising Inspectorate (NSI) shall be satisfied that the Chief Inspector who is certifying

nas been provided with the full quality assessment and inspection documentation of any ¢pera-
h outside the IECQ geographical area. The:decumentation shall include the inspection rgcords

th the

f Inspector shall be provided-and shall agree with the procedures for the transfer of the parts
place of manufacture to the ;manufacturer within the IECQ geographical area who is cerfifying

to the

pector who is certifying the components. The major changes shall be reported by the approved

bn for

racted

4.  Primary stage of manufacture

For the purpose of this sectional specification, this stage is defined as follows:

4.1  Bipolar devices

The first process that changes the monocrystalline semiconductor material from being either entirely
P type or entirely N type.

4.2 Unipolar devices (for example MOS, field-effect devices)

The first oxidation of, or deposition on, the substrate.
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5.  Procédures d’assurance de la qualité

5.1 Procédures d’homologation

La méthode b) du paragraphe 11.3.1 des régles de procédure de la Publication QC 001002 de la CEI doit
étre normalement utilisée, avec des exigences de prélévement en accord avec celles données dans les
tableaux VII et VIII de cette spécification.

11 est cependant permis d’utiliser la méthode a) du paragraphe 11.3.1 des régles de procédure, a condition
que les exigences de prélevement 2 utiliser soient spécifiées dans la spécification particuliere cadre
correspondante.

5.1.1 Lot de contréle
Le lof{ de contréle est défini au paragraphe 12.2 de la Publication QC 001002 de la CEL

De plls, les échantillons utilisés pour les essais des groupes A, B et C doivent €tre issus'delots de pro-
duits provenant de la méme ligne de fabrication (voir 2.4.1 et 6.2.1) dans les conditions suivintes:

L Groupes A et B: un lot de contréle contient des dispositifs produits dans Ja méme péripode d’'un
mois ou de quatre semaines consécutives comme indiqué par le ou les cddes utilisés poyr la date
de fabrication.

L Groupe C: les échantillons de la production soumis aux essais périodiques doivent pvoir ¢té
fabriqués dans la méme période de trois mois repérée par ladate de fabrication de tfois mois
consécutifs ou de treize semaines consécutives.

L Groupe D: les échantillons de la production soumis)aux essais périodiques doivent pvoir €té
fabriqués dans la méme période de douze mois repétée par la date de fabrication de douze mois
consécutifs ou de 52 semaines consécutives.

5.2 |Procédures d’agrément de savoir-faire
Voir Je paragraphe 3.10 d’une prochaine édition de la Publication 747-10 de la CEI (en préparation).

6. Procédures d’associativité
6.1 |Reégles générales

6.1.1|But
Les procédures d’associativité sont destinées a permettre de réduire le nombre de lots de contrdle pour
lesquels il est nécessaire d’effectuer des essais.

6.1.2|Principes
Pour jun essaiapplicable a un ensemble de types de dispositifs, I’essai peut €tre effectué sur unfseul type
issu de cet ernisemble et les résultats obtenus sont considérés comme valables pour ’ensemble des types,
si les fritéres d’associativité généraux et particuliers décrits dans cet article et applicables a cet gssai sont
satisfaits (voir tableau ). L.a definition de Ces CTTeIes Qoit EIre basee Sur fe principe setorr lequel la
conformité et la fiabilité constatées sur le type représentatif donne au moins la méme assurance de
conformité et de fiabilité pour les types qui lui sont associ€s.

Les procédures d’associativité ne sont pas applicables aux essais €lectriques et aux examens visuels spé-
cifiés au titre du groupe A.

6.1.3 Conditions d’application
1) Essais et mesures spécifiés en séquence

Les procédures d’associativité décrites dans cet article s’appliquent & chaque essai pris individuel-
lement.
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5. Quality assessment procedures

5.1  Qualification approval procedures

Method b) of IEC Publication QC 001002, Rules of Procedure, Subclause 11.3.1, shall normally be used
with the sampling requirements in accordance with those stated in Tables VII and VIII of this specifi-
cation.

It is however permitted to use method a) of Rules of Procedure, Subclause 11.3.1, provided that the
sampling requirements to be used are specified in the relevant blank detail specification.

5.1.1 Inspection lot

nsist of
products coming from the same production line (see 2.4.1 above and 6.2.1 below) in the following condi-

—|Groups A and B: one inspection lot contains devices produced within a pefiod of one month or
faur consecutive weeks as indicated by the used date code(s).

—|Group C: samples from production submitted for periodic testingshall have been manufgctured
within a period of three months as indicated by three consecutivémonth date codes or by thirteen
cqnsecutive week date codes.

—|Group D: samples from production submitted for periodic testing shall have been manufgctured
within a period of twelve months as indicated by twelye consecutive month date codes or by 52
cqnsecutive week date codes.

5.2 Capability approval procedures
See Subclause 3.10 of the next edition of the IEC Publication 747-10 (in preparation).

6.  Structural similarity procedures
6.1 General rules

6.1.1 Purpose

Structural similarity procedures are intended to permit a reduction in the number of inspection Igts that
shall be|tested.

6.1.2 Ptinciples
For a testapplicable to a group of device types, the test may be performed on one type from thg group
and thelress obtained-considered-asrepresentativefor-all-the-types-if-the seneral-and-partienlar cri-
teria for structural similarity described in this clause and applicable to this test are complied with (see
Table I). The definition of these criteria shall be based on the principle that conformity and reliability
verified on the representative type gives at least the same conformity and reliability assurance for the
associated types.

Structural similarity procedures shall not be applied for electrical and visual tests under Group A.

6.1.3 Application conditions
1) Tests and measurements specified in sequence
Structural similarity procedures described in this clause apply to a single test.
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Lorsque plusieurs essais sont spécifiés en séquence, 'application de ces procédures doit étre basée
sur le principe suivant:

Dans un sous-groupe, ’essai essentiel de la séquence doit étre pris comme seul déterminant pour
définir les critéres applicables a I’ensemble des essais de la séquence et permettre la composition
du groupement d’associativité correspondant.

NOTE - Par application de ce principe, ’essai de variations rapides de température doit étre considéré comme essentiel
pour les séquences spécifiées dans les sous-groupes B5 et C5.

2) Application aux procédures d’assurance de la qualité

L’application des procédures d’associativité est spécifique a la procédure d’assurance de qualité
considérée. Les conditions particuliéres d’application a chaque procédure sont indiquées a I’article
7 ci-apres.

6.1.4

6.2

Les ¢
dans

Les 1

Critéres généraux d’associativité
1) Dans le cadre d’un essai donné, le type considéré comme représentatif d’'un‘groupement de
types peut varier d’une période a I'autre en fonction des dispositifs fabriqués pendant la période
considérée.

2) La méme procédure d’essai accéléré doit étre autorisée pour tous les types de disposilifs appar-
tenant & un groupement d’associativité.

3) Si, bien que les critéres particuliers applicables pour un‘@roupement d’associativjté soient
satisfaits, il existe toujours une ou des différences significatives pour une ou des caractgristiques,
le type choisi pour effectuer un essai doit correspondre du dispositif le plus critique, présentant les
plus grands risques de défauts pour I’essai considéré:

4) Si un défaut apparait sur un type de dispositif-soumis a un essai, tous les dispositifs qpi lui sont
associés doivent étre considérés comme étant affectés par ce défaut.

5) Si, conformément a l'article 8, les dispositifs font ’'objet d’une procédure de sélectior et si plu-
sieurs séquences de sélection sont appliquées dans une méme ligne de fabrication, les lispositifs
ne peuvent étre associés que si la méme séquence de sélection leur est appliquée.

Critéres d’associativité spécifiques a chaque essai
riteres d’associativité applicables aux essais du groupe B et aux essais périodiques sont r¢capitulés
le tableau I.

aragraphes 6.2.1 3.6:2.18 précisent I'interprétation qui doit étre donnée a ces critéres.

Exe
Dan

Pour

para
para

paragraphe 6.2.5 — Méthodes d’encapsulation;

ple d’utilisation du tableau I:
le sous-groupe C3, on effectue I'essai de robustesse des sorties.

cet es$ai, il ne peut y avoir associativité que si I’on considére les exigences suivantes (voir tableau I):

raphe’6.2.1 — Ligne d’assemblage;

paragraphe 6.2.6 — Matériau des connexions externes;
paragraphe 6.2.7 — Opérations de finition.

Pour

I’essai de robustesse des sorties, on considere comme associables les dispositifs satisfaisant a toutes

les exigences des paragraphes ci-dessus.
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When several tests are specified in sequence, the application shall be based on the following
principles:

The essential test in the sequence of tests in a sub-group shall be decisive for criteria to be used
for structural similarity grouping for the complete sequence.

NOTE - For application of this principle for B5/C5 tests, the essential test is “Rapid change of temperature”.

2) Application for quality assessment procedures

The application of the structural similarity procedures is specific to a considered quality assessment
procedure and detailed application conditions are given in Clause 7 below.

6.1.4 General criteria for structural similarity

1)| The type chosen as representative for a group of types in relation to a given test may-diffdr from
orle period to another, depending on the types produced in that period.

2)| For all relevant types in a group of types, the same acceleration test progedure shall be allowed.

3)| If, although fulfilling the particular criteria for a group, significant-difference(s) still gxist in
chracteristic(s), the type selected for the relevant test shall be represented by the most gritical
device giving the greatest risk of failure for this test.

4)| If failure occurs on a device type, all the devices assoeiated with this representative type| are to
be| considered affected.

5)| If the devices are submitted to a screening procedure in accordance with Clause 8, and if $everal
scfeening sequences are applied in the same production line, the devices can only be grogped if
they are screened according to the same seteening sequence.

6.2  Tast dependent criteria for structural similarity
The tes| dependent criteria for sgructural similarity applicable to the Group B and periodic tefts are
given in| Table 1.

Subclauges 6.2.1 to 6.2.18 specify the interpretation of these criteria.

Exampl¢ for the use of Table I:
Sub-gropp C3 requites that the test on the robustness of terminations be performed.

For this|test,-the*following requirements for structural similarity apply (see Table I):

subclauge 621 — Assembly line;
subclause-6-2-3—FEamily of package;
subclause 6.2.5 — Encapsulation methods;
subclause 6.2.6 — External terminals material;
subclause 6.2.7 — Finishing process.

Devices satisfying all the requirements of all the subclauses above are considered structurally similar for
the “Robustness of terminations” test.
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Tableau I — Critéres d’associativité spécifiques a chaque essai (voir note)
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Essais & S|EIZ|S|E|8|3|5 A EL: |25 2|5 |22
3 OIS =2 |2 |=2|0|=2 |2 = i = A Q[+ ]O O |&
Dimefsions, masse X XIX|X[X|XX
Immefsion dans les solvants X XX X
de neftoyage
Brouillard salin X X X | XX
Soudgbilité X X X X | X
Robugtesse des sorties X X X| XX
Etanchéité : X X|IX[X|X|X X
Chalelir humide (boitiers a cavité) X X[ X|X|X|X]|X
Chocq — Vibrations — Accélération X X[ XXX X XXX
Résisfance a la chaleur de soudage X X|X{X|X X X[X|X
Variations rapides de température, X XIX|X[X X XXX
Chaleur humide (boitiers sans cavité) X XIX|X|X|XIX|X XIX|X X[ XXX
Stockhge X XXX X|X|X X|X XX
Endufance en fonctionnement X X{X[X[X[X X|X X X[ XIXIX{X|X
Vérification des corrélations XXX X{X[X[X
(st applicable)
Caractéristiques dynamiques X | X XXX
complémentaires a 25 °C et aux
températures extrémes
Caractéristiques statiques et XX XXX
fonctionnelles complémentaires a 25 °C
et aux températures extrémes
Essais électriques spéciaux X | X XXX
NOTE - Une croix dans le tableau signifie que le critere est obligatoire pour I’essai correspondant.
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Table I - Test dependent criteria for structural similarity (see note)
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Dimensior]s, mass XIXIXIXiXiX
Immersion|in cleaning X XX X
solvents
Salt mist X X XXX
Solderabilfty X X X[ X|X
Robustnes$ of terminations X X XXX
Sealing X XXX |X|X X
Damp heaf (cavity packages) X XIXIX[X[|X|X
Shock — Vibrations — Acceleration X XIX|1X|X X X|X|X
Resistance]|to solder heat X X XXX X X|X|X
Rapid charjge of temperature X XiX[|X[|X X X|X|X
Damp heaf (non-cavity packages) X XIX|X{X|X|X[|X XXX
Storage X XIX|X{X|X[|X X|X
Operating pndurance X XIXIXIX[|X X |X
Verification of correlations
(if applicable)
Additional dynamic
characteristics at 25 °C and
extreme temperatures
Additional functional and static
characteristics at 25 °C and
extreme temperatures
Special electrical test

NOTE - A cross in the table denotes that the criterion is mandatory for the corresponding test.
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6.2.1 Lignes de fabrication
Les dispositifs doivent étre fabriqués dans la méme:

— ligne de diffusion;
— et/ou ligne d’assemblage;
(voir 2.4.1).

6.2.2 Géométrie et dimensions du boitier

La géométrie du boitier et ses dimensions, définies dans la spécification particuliere, doivent étre les
meémes.

6.2.3 Famille de boitiers
(Pour la définition des formes standard de boitiers, voir Publication 191-4 de la CEIL.)

Pour| étre considérés comme associables au titre de la famille de boitiers, les dispositifs-dojvent étre
montés dans des boitiers répondant aux critéres suivants:

— méme sous-famille technologique de boitiers;

— méme forme et méme section nominale des sorties;
— le boitier doit avoir la méme forme géométrique, les mémes dimensions nominales ef le méme
nombre d’emplacements de sortie.

6.2.4 Matériau du boitier

Le mjatériau du boitier doit étre le méme.

6.2.5| Méthodes d’encapsulation

Les méthodes de fermeture du boiter (pour les boitiers\a cavité) ou les matériaux et méthodes utilisés
(pouf les boitiers sans cavité) doivent étre les mémes.

6.2.6| Matériau des connexions externes

Les matériaux utilisés pour les connexions'€xternes, y compris les revétements, doivent étre les mémes
(voir|aussi 6.2.7).

6.2.7| Opérations de finition

A P'exclusion des méthodes desmarquage (voir aussi 6.2.8) et des mesures électriques finaleq, les opé-
ratiops de finition (voir 2.4:1, point 4) effectuées sur le dispositif terminé doivent étre les m¢mes.

6.2.8 Méthodes de marquage
Les

éthodes de,marquage et les protections externes appliquées au boitier doivent étre le§ mémes.

6.2.

Un groupe-de dispositifs associés peut étre formé a condition que la différence entre le nombr¢ maximal
et lo . . . .

Nombie¢de sorties

— pour les boitiers dont le nombre maximal de sorties est =24: différence <4;
— pour les boitiers dont le nombre maximal de sorties est >24: différence <8.

6.2.10 Matériau et méthodes de raccordement des connexions internes

Le matériau des connexions internes et la section nominale de ces connexions doivent étre les mémes.
Les matériaux et les méthodes utilisés pour réaliser le raccordement de ces connexions doivent égale-
ment étre les mémes.

6.2.11 Fixation de la pastille
Les méthodes et les matériaux utilisés pour réaliser la fixation de la pastille doivent étre les mémes.
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6.2.1

Production lines

The devices shall be made in the same:

6.2.2

— diffusion line;
— and/or assembly line;
(see 2.4.1).

Outline and dimensions of the package

The outline and dimensions of the package defined in the detail specification shall be the same.

6.2.3

Family of package

(For definition-of-standardforms—see HEC Publication 191 4.)

To be cpnsidered as structurally similar for the family of packages, the circuits shall be moux]ted in
packages with the following criteria:

6.2.4

—[same technological sub-family of package;

—|same form and nominal cross-section of terminals;

—|the package shall have the same single form, the same nominal dimensiofisand the same n
of terminal positions.

Phckage material

The package material shall be the same.

6.2.5

Eyicapsulation methods

.The method for sealing the package for cavity packages ox the materials and methods used for non
packagep shall be the same.

6.2.6

Elcternal terminals material

The maferial used for the external terminals;\including the coating, shall be the same (see also

6.2.7

Flnishing process

Excluding the marking methods (see also 6.2.8) and final electrical measurements, finishing prg
(see 2.4]1, Ttem 4) performedion the completed device shall be the same.

6.2.8

Marking methods

The methods of marking and the coatings applied to the package shall be the same.

6.2.9

Mumber-of terminals

A singl¢ $xoup of devices may be formed provided that the difference between the maximu
minimur nTUmber of terminals of the devices 1 tirat group sirathbefor:

umber

cavity

h.2.7).

CESSES

m and

— packages with a maximum number of terminals <24: difference <4;
- packages with a maximum number of terminals >24: difference <8.

6.2.10 Material of internal connections and wire bonding

The material of the internal connections and the nominal cross-section of these connections shall be the
same. The material and methods for making the wire bonding shall be also the same.

6.2.11 Die bonding

The methods and materials used for the attachment of the die shall be the same.
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6.2.12 Rapport des surfaces de pastilles

Dans un groupe de dispositifs associés, le rapport entre la surface de pastille maximale et la surface de
pastille minimale ne doit pas étre supérieur a 2.

6.2.13 Filiere technologique de la pastille

Les pastilles doivent étre réalisées selon la méme filiere technologique, c’est-a-dire:

— la technologie et les procédés de base sont les mémes (exemple: Schottky, N MOS,
etc.);
— le type de passivation est le méme;

C MOS,

— les mémes régles de dessin et les mémes données de conception sont utilisées pour la concep-

6.2.14

La de
est dd

La dé
sitifs,
La dd
soum]

6.2.15

Les t4
culiér|

6.2.14

Les tg
tion p

6.2.17

Ces ¢

tiomr du ciTcuit;

— les cellules utilisées pour réaliser les fonctions élémentaires sont les mémes;
~ les méthodes et matériaux des métallisations sont les mémes;

— le matériau et les caractéristiques du substrat sont les mémes.

Densité

nsité d’un dispositif est le nombre d’éléments fonctionnels rapportésaila surface de la pas
nnée par la relation:

D _ Dbombre d’éléments fonctionnels
surface de la pastille

C

finition de 1’élément fonctionnel est indifférente pourvu gue, dans un ensemble de types

nsité des types de dispositifs associés doit étre*inférieure a deux fois celle de la densité
s a P'essai.
Tensions d’alimentation

nsions d’alimentation spécifiées dans la spécification de famille et/ou dans la spécificati
e doivent étre les mémes.

Gamme des températures-de fonctionnement

mpératures de fonctionnement spécifi€es dans la spécification de famille et/ou dans la
articulicre doivent\étre les mémes.

Critéres électriques et fonctionnels

ritéres impliquent que les conditions suivantes soient simultanément satisfaites:

ille. Elle

He dispo-

une méme définition soit utilisée dans le cadre de ["application des procédures d’associativité.

du type

on parti-

pécifica-

<

1y Dans un groupement d’associativité, tous les types de dispositifs doivent étre spécifi

cable).

s & partir
st appli-

2) Si applicable, les criteres électriques et fonctionnels sont valables pour le type représentatif et
les types associés, tels qu’ils sont exigés dans la spécification particuliére cadre et (ou) dans la spé-

cification de famille.

6.2.18 Puissance dissipée

La puissance dissipée des types de dispositifs associés doit normalement étre inférieure a 1,2 fois celle
du type du dispositif en essai. Ce rapport peut étre supérieur pourvu que I’élévation de la température
de jonction ne soit pas supérieure a 5 °C.
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6.2.12 Ratio of die areas

The ratio of maximum to minimum die area within a single group of devices shall not exceed 2.

6.2.13 Die manufacturing process
The dice shall be produced according to the same process, i.€.:

— the basic technology and the basic process are the same (for example Schottky, N MOS, CMOS,
etc.);

— the type of passivation is the same;

— the layout rules and design data are the same;

— [the cells used to perform the elementary function are the same;
— [the methods and material of the metallization are the same;
— [the substrate material and characteristics are the same.

6.2.14 Degnsity

The density of a device is the ratio between the number of elements and the)die area as given by the
formula:

p| _ number of elements

-

i area

The defipition of the element is not important, provided that in a group of structurally similar dlevice
types, the same definition is used when structural similatity rules are applied.

The dengity of associated types shall be less than twice that of the device which is tested.

6.2.15 Operating supply voltages

Operatinlg supply voltages specified in-the family and/or in the detail specification shall be the same.

6.2.16 Operating temperature range

Operatinlg temperatures gpecified in the family and/or in the detail specification shall be the same.

6.2.17 Functional @and electrical criteria

These crjteria imply that both the following conditions are fulfilled:

1) = structurat simitarity grouping; athtypesof devices statt-bespecified fromr the same-blank

detail specification and the same family specification (if applicable).

2) If applicable, the specific functional and electrical criteria are valid for representative type and
associated types, as required in the blank detail specification and/or the family specification.

6.2.18 Power dissipation

The power dissipation of associated types shall normally be less than 1.2 times that of the device which
is tested. However this ratio can be increased, provided that the rise in junction temperature is not greater
than 5 °C.
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Les groupes doivent correspondre aux tableaux suivants:
Groupe Catégorie [ Catégorie I1 Catégorie 111
A X X X
B X X X
) Note 3 JNote 1 X X
pJ % X X
Sélection X

Les caractéristiques devant figurer dans les sous-groupes sont spécifiées dans les spécifications particu-
lieres cadres, considérées comme obligatoires au chapitre III «Valeurs limites et caractéristiques essen-

tielley» de Ia partie applicable de la Publication /43 de la CEI.

NOTEpP

1 Effg¢ctuées tous les ans, sauf I’essai de soudabilité (tous les trois mois).
2 L’é¢hantillon & soumettre aux essais de ces groupes doit préalablement avoir satisfait aux examens des groupes A et B.

Tableau II — Groupe A: Contféles lot par lot

Sous-groupe Examen ou €Ssai Conditions d’essai
Al Examen visuel externe Publication 747-10/ QC 70000( de la
CEl, paragraphe 4.2.1.1

A2 Vérification de la fonction a 25 °C
sauf spécification contraire

A2a (Catégorie I: non applicable) Co,m,lfl,]e spec1f1e d,anls_! i
Vérification de la fonction aux specilication particulicke
températures de fonctionnement
minimale et maximale (note 3)

Al Caractéristiques statiques a 25 °C Voir publication de la CEI applicable

A3a Caractéristiques statiques aux
températures de fonctionnement
minimale et maximale (note 3)

A4 Caractéristiques dynamiques a 25 °C Voir publication de la CEI
sauf spécification contraire applicable

Ada (Catégorie I: non applicable)
Caractéristiques dynamiques aux
températures de fonctionnement
minimale et maximale (note 3)

NOTE 3 — Le fabricant peut utiliser les résultats des essais a 25 °C s’il peut démontrer périodiquement (voir note 4)
la corrélation avec les résultats aux températures extrémes (voir 12.5).
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7.  Groups and sub-groups
The groups shall be in accordance with the following tables:

Group Category I Category I1 Category II1
A X X X
B X X X
€ ot X fNote 1 X X
pJ o X X
Screening X

The characteristics to be included in the sub-groups are specified in the blank detail specifications, called
up as mandatory in Chapter III “Essential ratings and characteristics” of the relevant part of IEC
Publicatipn 748.
NOTES

1 Perfornjed annually, except solderability (every three months).
2 The sajiple to be subjected to the tests in these groups shall previously have passed the Group A and Group B inspgctions.

Table II — Group A: Lot-byslot

Sub-group Examination of test Conditions of test

Al External visual éxamination IEC Publication 747-10 / QC 700040,
: Subclause 4.2.1.1

A2 Verification of the function at 25 °C
unless otherwise specified

As specified in the

A2a (not applicable to category I) detail specification

Verification of the function
at minimum and maximum operating
temperatures (Note 3)

A3 Static characteristics at 25 °C See relevant IEC publication
A3d Static characteristics at minimum
and maximum operating temperatures
(Note 3)
A4 Dynamic characteristics at 25 °C See relevant
unless otherwise specified IEC publication
Ada (not applicable to category I)

Dynamic characteristics at minimum
and maximum operating temperatures
(Note 3)

NOTE 3 - The manufacturer may use test results at 25 °C, if he can demonstrate, on a periodic basis (see Note 4)
the correlation with those at the two extremes of temperature (see 12.5).
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Tableau III — Groupe B: Contréles lot par lot
voir spécification générique, Publication 747-10 de la CEI, paragraphe 2.6)

Sous-groupe Examen ou essai P;::;cactll;n Conditions
B1 Dimensions 747-10,4.2.2
etannexe B
B2c Vérification des valeurs Voir publication A spécifier, si approprié
limites électriques applicable
B4 Soudabilité 749,11, 2.1 A spécifier
B5 Variations rapides de température:
a) Boitiers a cavité
Variations rapides de température 749,111, 1.1 10 cycles
puis:
e Essais électriques Voir sous-groupes Comime en A2 et A3 (notel4)
A2et A3
e Etanchéité, détection 749,111, 7.3 0u 7.4 Arspécifier
des microfuites et:
e Etanchéité, détection 68-2-17, A spécifier
des fuites franches essai Qc
b) Boitiers sans cavité et a
cavité a scellement époxyde
Variations rapides de température 749411,1.1 10 cycles
puis:
o Examen visuel externe 747-10,4.2.1.1
e Essai continu de chaleur 749, 111, 5SB* Sévérité 1
humide 24h
e Essais électriques Voir sous-groupes Comme en A2 et A3 (notg4)
A2et A3
B8 Endurance €lectrique Voir publication 168 h, conditions comme
applicable spécifié au paragraphe 12.8 et,
si applicable, au paragraphe 12.4
de la présente spécificatior
Bous-groupe Rapports.certifiés de Information par attributs gomme
RCLA lot§ acceptés spécifié dans la spécificati¢n
particuliére cadre

*Sera rempldcé a 'avenir par I'«essai continu fortement accéléré de chaleur humide» dés son approbation

NOTE. 4, —)Les spécifications particuliéres cadres peuvent permettre de réduire le nombre d’essais en A3.
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Table III — Group B: Lot-by-lot
(In the case of category I, see the generic specification, IEC Publication 747-10, Subclause 2.6)

Sub-group Examination or test IF‘C. Details and conditions
publication
B1 Dimensions 747-10, 4.2.2 and
Appendix B
B2c Electrical ratings See the relevant To be specified, where
verification publication appropriate
B4 Solderability 749,11, 2.1 To be specified
BS Rapid change of temperature:
a) Cavity packages
Rapid change of temperature 749,111, 1.1 10 cycles
followed by:
o Electrical tests See Sub-groups Asin A2and A3 (Note 4)
A2and A3
o Sealing, fine leak detection 749,111,7.30r 7.4 To-be specified
and:
o Sealing, gross leak detection 68-2-17, To be specified
test Qc
b) Non-cavity and epoxy-sealed
cavity packages
Rapid change of temperature 749, 111, K1 10 cycles
followed by:
o External visual examination 747410,4:2.1.1
e Damp heat, steady state 749, 111, 5B* Severity 1
24h
o Electrical tests See Sub-groups Asin A2 and A3 (Note 4)
A2 and A3
B8 Electrical endurance See the relevant 168 h, conditions as specified
publication in Subclause 12.3 and if
applicable Subclause 12.4 of
this specification
Sub-group Certified Records of Attributes information as
CHRL Released Lots specified in the blank
detail specification
*Will be replaced)in future by “Damp heat, highly accelerated test”, when approved.
NQTE 4 - Blank detail specifications may allow a reduction in the number of tests in A3.
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Tableau IV — Groupe C: Controéles périodiques

Sous-groupe Examen ou essai P;:};Cztg’ln Conditions
C1 Dimensions 747-10,4.2.2
et annexe B
C2a Caractéristiques électriques Voir publication A spécifier
a la température ambiante applicable
C2b CATACRTISHqUES dleeiques [ VOIT pubiication | A SPECitier par exempie; ]
aux températures de fonctionne- applicable mesures aux températureg extrémes
ment minimale et maximale (note 5)
C2c Vérification des valeurs limites Voir publication A spécifier: pour’les dispositifs
électriques: valeur limite applicable sensibles aux décharges
d’énergie transitoire (note 6) électrostatiques (se reporter a
une’prochaine édition de lp CEI
747-1)
C3 Robustesse des sorties 749,11, 1 A spécifier si approprié pqur le
boitier, par exemple tractijon
ou torsion
C4 Résistance a la chaleur de soudage 749, I1,2.2 A spécifier
Cs Variations rapides de température
(note 6):
a) Boitiers a cavité
Variations rapides de température 749,111, 1.1 10 cycles
puis:
o Essais électriques Voir sous-groupes Comme en A2 et A3
A2et A3
o Etanchéité, détection'des 749,111, 7.3 ou A spécifier
microfuites et: 7.4
o Etanchéité; détéction des 68-2-17, A spécifier
fuites franches essai Qc
b) Boitiers sans cavité et a cavité
a scellenient époxyde
Vafiations rapides de température 749,111, 1.1 500 cycles
puis:
e Examen visuel externe 747-10,4.2.1.1
o Essai continu de chaleur 749,111, 5B Sévérité 1
humide 24h
e Essais électriques Voir sous-groupes Comme en A2 et A3
A2et A3

C6 Accélération constante (pnnr 749 11 .8 A Qpé(ﬁﬁpr
les boitiers a cavité) (note 6)

c7 Essai continu de chaleur humide Sévérité: 56 jours pour les
- boitiers a cavité 749,111, SA catégories II et III, 21 jours pour

(note 6)

la catégorie 1

*Sera remplacé a I'avenir par «Essai de chaleur humide fortement accéléré», aprés approbation.

NOTES

5 - Si applicable, la vérification périodique des corrélations (voir sous-groupes A2a, A3a, Ada) doit étre
effectuée dans le sous-groupe C2b.
6 — Apres trois essais consécutifs effectués avec succes, la périodicité peut étre ramenée a une année.
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Table IV — Group C: Periodic tests
L 1IEC . -
Sub-group Examination or test s Details and conditions
publication
C1 Dimensions 747-10,4.2.2 and
Appendix B
C2a Electrical characteristics See the relevant To be specified
at ambient temperature publication

C2b Etectricatciaracteristics See-the-relevant Fo-be-speeified:forexample—

at maximum and minimum publication measurements at temperatared limits
operating temperatures (Note 5)

C2¢ Electrical ratings verification: See the relevant To be specified:

Transient energy rating publication for electrostatic sensitive devices.
(Note 6) (see the future edition of
IEC 74741)

C3 Robustness of terminations 749,11, 1 Te be-specified where approprjate
forthe package, for example
t€nsile or torque

C4 Resistance to soldering heat 749,11,2.2 To be specified

Cs Rapid change of temperature

(Note 6):
a) Cavity packages
Rapid change of temperature 749,111, 1.1 10 cycles
followed by:
o Electrical tests See Sub-groups Asin A2 and A3
A2 and A3
o Sealing, fine leak detection 749,111, 7.3 or To be specified
and: 7.4
e Sealing, gross leak détection 68-2-17, To be specified
test Qc
b) Non-cavity and ¢poxy-sealed
cavity packages
Rapid change of temperature 749,111, 1.1 500 cycles
followed by:
o External visual examination 747-10,4.2.1.1
o \Damp heat, steady state 749,111, 5B Severity 1
24h
o Electrical tests See Sub-groups Asin A2 and A3
A2and A3
(6 Acceleration, steady state 749,11, 5 To be specified
(for cavity devices) (Note 6)
C7 Damp heat, steady state Severity: 56 days for
— for cavity packages 749, 111, SA categories II and III,
(Note 6) 21 days for category I

NOTES

*Will be replaced in future by “Damp heat, highly accelerated test” when approved.

5 — If applicable periodic verification of correlation (see Sub-groups A2a, A3a, A4a) shall be performed under
Sub-group C2b.
6 — After the three successful consecutive tests the periodicity may be reduced to once per year.
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. Publication .
Sous-groupe Examen ou essai de la CEI Conditions
C7 — boitiers sans cavité et a cavité 749, 111, 5B Sévérité 1
a scellement époxyde Polarisation: a spécifier dans la
spécification particuliére
Durée: 1000 h pour les catégories II
et ITI, 500 h pour la catégorie I
puis:
— essais €électriques Voir sous-groupes Comme en A2 et A3 (note 7)
AZet A3
C8 Endurance électrique Voir publication Durée 1000 h, conditions ¢omme
applicable spécifié au paragraphe 12.8 et, si
applicable, au paragraphe(12.4 de
cette spécification
C9 Stockage 4 haute température 749,111, 2 1000, température a spégifier
C11 Permanence du marquage 749,1V,2 Méthode 1
RCLA Rapports certifiés de - Informations par attributsicomme

lots acceptés

spécifié dans la spécificatign
particuli¢re cadre

NOTE 7 - Les spécifications particuliéres cadres peuvent permettre de réduire le nombre des essais en AB.

Tableau V — Groupe D

Sous-groupe

Examen ou essai

Publication
dela CEl

Conditions

D8

Endurance électrique
(Note 8)

Catégorie I: non applicable
Catégorie I1: 2000 h
Catégorie I111: 3000 h
Conditions: voir paragraphe 12.3 et,
si applicable, paragraphe ]2.4 de

TEnE SpeTificatior ———

NOTE 8 — Les essais du groupe D sont effectués s’ils sont spécifiés dans la spécification particuliére immédiate-
ment aprés ’homologation, puis tous les ans.

8. Sélection

Lorsque la sélection est spécifiée dans la spécification particuliére ou dans la commande, elle doit €tre
effectuée sur tous les dispositifs du lot de production, conformément au tableau VI.
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Table IV (continued)

Sub-group Examination or test IEC. Details and conditions
publication
Cc7 — for non-cavity and epoxy-sealed 749,111, 5B Severity 1
cavity packages Bias: to be specified in the
detail specification
Duration: 1000 h for categories 11
and IIT, 500 h for category I
followed by:
— electrical tests See Sub-groups Asin A2 and A3 (Note 7)
A2and A3
C8 Electrical endurance See the relevant Duration 1000 h, conditions ag
publication specified in Subclause, 12.3 and if
applicable Subclause 12.4 of
this specificatiofi
C9 Storage at high temperature 749,111, 2 1000 K, temperature to be spedified
C11 Permanence of marking 749,1V,2 Method 1
JRRL Certified records of - Attributes information as
released lots specified in the blank detail
specification
NOTE 7 - Blank detail specifications may allow a reduction in‘the number of tests in A3.

Table V — Group D

IEC

Sulp-group Examination or test L. Detail and conditions
publication
D8 Electrical endurance Category I: not applicable
(Note 8) Category I1: 2000 h

Category II1: 3000 h
Conditions: see Subclause 12.3 and
if applicable Subclause 12.4 of]
this specification

NOTE 8 — Group D tests are performed if specified in the detail specification and then shall be initially performed
immediately following qualification approval and annually thereafter.

8.  Screening

When screening is specified in the detail specification or the order, it shall be applied to all devices in
the production lot in accordance with Table VL.
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La sélection s’effectue normalement avant les essais des groupes A, B et C. Lorsque la sélection est effec-
tuée apres que les exigences des groupes A et B (lot par lot) et du groupe C (périodiques) ont été satisfaites,
les essais de soudabilité, d’étanchéité et ceux du groupe A doivent étre répétés (voir 6.1.45.). Des essais
supplémentaires aprés sélection peuvent étre requis si spécifiés dans la spécification particuliére cadre.

Les séquences de sélection doivent étre conformes au tableau VI.

Tableau VI — Sélection

E Publicati Séquences
on .-
Etape xamen ou u ,lcil, Conditions
TSsar ucla CEr
A B D
1f Examen visuel interne - ATétude %
2 Stabilisation a haute - Durée et température comme spécifi€¢ | x X
température dans la spécification particuliére
Variations rapides de 749,111, 1.1 Comme spécifié dans la X X
température spécification particuliere
4 Accélération constante 749,11, 5 Dans la direction\}a plus critique X X
Niveau d’accélération comme spécifié
dans la spécification particuli¢re
5[ Etanchéité 749,111, 7.3 Méthode des paragraphes 7.3 0u 7.4 X X
ou7.4et sujvie de la méthode de I’essai Qc
68-2-17, essai Qc
q Mesures électriques:
I IEUUS S U S S S S SUR NI U —— . N WSS 0 D Sy D U VU S S S U S S S U U S —— | R N R UG
6A Mesures €lectriques Voir specification | Siexigé dans la spécification
(avant rodage) applicable particuliere
Parametres choisis (par variables) X
Eliminer les dispositifs défectueux
6B Mesures électriques Voir spécification | Siexigé dans la spécification
(avant rodage) applicable particuliere
Parametres choisis (par attributs) X X
Eliminer les dispositifs défectueux
6C Mesures électriques Voir spécification | Comme spécifié dans la spécification
(apresiessai) applicable particuliére. Eliminer les dispositifs
défectueux (note 9)
Rodage Voir spécification | Comme spécifié dans la spécification X X X
applipahlp on parﬁcnli?arp
comme spécifié Durée: 240h | 168h | 168 h
dans la spécifi- sauf spécification contraire dans la
cation particuliere | spécification particuliere cadre
8 Mesures électriques Voir spécification | Comme spécifié en 6A ou 6B X X X
(apres rodage) applicable Eliminer les dispositifs défectueux note 9 |note 9
*Non applicable aux dispositifs sans cavité, sauf spécification contraire dans la spécification particuliere (d’autres
essais sont a 1’étude).
NOTE 9 — Le lot est refusé si le taux de dispositifs défectueux est supérieur a 5% pour les circuits intégrés
monolithiques et 10% pour les circuits intégrés polylithiques. Un pourcentage plus faible peut étre spécifié dans
la spécification particuliére pour le rejet d’un lot.
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Screening is normally performed before Group A, B and C inspection. When screening is performed
after meeting the requirements of Group A and B on a lot-by-lot basis and Group C on a periodic basis,
the solderability, sealing and Group A tests shall be repeated (see also 6.1.45) of this sectional specifi-
cation). Additional post-screening tests may be required as specified in the blank detail specification.

Sequences for screening shall be in accordance with Table VI.

Table VI — Screening

E L EC Sequences
Steps xamination or e - Details and conditions
LOSLS PUUII\-GLJUII
A B D
1* Internal visual examination - Under consideration X
2 High-temperature - Time and temperature as specified X X
stabilization in the detail specification
3 Rapid change of 749,111, 1.1 As specified in the detail X X
temperature specification
4* Acceleration, steady-state 749,11, 5 In the most critical direéction X X
Acceleration levehas specified in
the detail speCification
5% Sealing 749, 111,7.3 Method7.3 or 7.4 X X
or 7.4 and followed by method of Test Qc
68-2-17, Test Qc
6 Electrical measurements
6A Electrical measurements See the relevant If required in the detail
(pre-burn-in) specifieation specification.
Selected parameters (variables) X
Remove rejects
6B Electrical measurements See the relevant If required in the detail
(pre-burn-in) specification specification.
Selected parameters (attributes) X X
Remove rejects
6C Electrical measurements See the relevant As specified in the detail
(post-testend-points) specification specification. Remove rejects
(Note 9)
7 Burn-in See the relevant As specified in the detail X X X
specification or specification
as specified in Duration: 240h [168h | 168 h
the detail unless otherwise specified
specification in the blank detail specification
8 Electrical measurements See the relevant As specified in 6A or 6B X X X
(post-burn-in) specification Remove rejects Note 9|Note 9

*Not applicable to non-cavity devices, unless otherwise specified in the detail specification (other tests under
consideration).
NOTE 9 - The lot is rejected if defective devices exceed 5% for monolithic integrated circuits and 10% for
multichip integrated circuits. A smaller percentage may be specified in the detail specification for the rejection
of a lot.
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9.  Exigences de prélévements

Les tableaux VII et VIII indiquent les exigences de prélevements pour les spécifications particuliéres
cadres.

Tableau VII — Exigences de prélévements des essais du groupe A

NQT (note 10) NQA
S¢us-groupe Catégorie I Catégorie Il |~Chtégorie III
Catégorie I Catégorie 11 Catégorie II1

NC |NQA | NC | NQA' | NC |NQA

Al 7 5 5 I 1,0 I 0,65 I 0,65
A2 1 0,7 0,7 II 0,15 48 0,1 I 0,1
A2a 7 7 I 1,0 I 1,0
A3 5 1,0 1,0 I1 0,65 I 0,15 I 0,15
A3a 20 7 7 S4 2,5 S4 1,0 g4 1,0
A4 20 7 7 S4 2,5 S4 1,0 g4 1,0
Ada 10 10 S4 1,5 34 1,5

NOTE 10 — Niveau de qualité toléré, avec un critére d’acceptation maximal de 4.

Tableau VIII — Exigences de prélévements des essais des groupes B, C et D
pour lesquelsion doit utiliser les NQT

NQT (note 10)
Catégorie III
Sous-groupe
group Catégories Séquence de
IetIl sélection

A B C

B1 15 15 15 15
C1 20 20 20 20
B2a C2a 15 15 15 15
B2b C2b 15 15 15 15
B2c C2c 15 15 15 15
C3 15 15 15 15
B4 C4 10 10 10 10
B5 Cs 10 10 10 10
C6 20 20 20 20
Cc7 15 15 15 15
B8 C8D8 10 5 7 10
9 15 5 7 15
Cl1 20 20 20 20

NOTE 10 — Niveau de qualité toléré, avec
un critére d’acceptation maximal de 4.
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9.  Sampling requirements
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Tables VII and VIII give the sampling requirements for the blank detail specifications.

Table VII — Sampling requirements for Group A tests

LTPD (Note 10) AQL
Sub-gfoup Category 1 Category It Caregory 111
Category I Category II Category III
IL { AQL | IL | AQL | {|AQL

Al 7 5 5 I 1,0 11 065 II 0,65
A2 1 0,7 0,7 I 0,15 11 0,1 11 0,1
A2h 7 7 I 1,0 11 1,0
A3 5 1,0 1,0 I 0,65 11 0,15 11 0,15
A3 20 7 7 S4 2,5 S4 1,0 S4 1,0
Aj[ 20 7 7 S4 245 S4 1,0 S4 1,0
A 10 10 S4 1,5 S4 1,5

NQTE 10 - Lot Tolerance Percent Defective, with a2 maximum acceptance(number of 4.

Table VIII — Sampling requirements for Group B, C and D tests

in which LTPD shall be used

LTPD (Note 10)
Category III
Sub-group . .

Categories Screening

Tand II sequence
A B C
B1 15 15 15 15
C1 20 20 20 20
B2a C2a 15 15 15 15
B2b €2b 15 15 15 15
B2c C2c 15 15 15 15
C3 15 15 15 15
B4 C4 10 10 10 10
B5 C5 10 10 10 10
C6 20 20 20 20
Cc7 15 15 15 15
B8 C8D8 10 5 7 10
9 15 5 7 15
C11 20 20 20 20

NOTE 10 - Lot Tolerance Percent Defective,
with a maximum acceptance number of 4.
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10. Identification des bornes
Voir la Publication 747-1 de la CEI, chapitre VI, article 8.

11. Informations supplémentaires
A Pétude.

12.  Procédures d’essais et de mesures
Les paragraphes suivants se référent a diverses procédures de mesures et d’essais nécessaires pour
remplir les exigences des spécifications particuli¢res de la CEI.

En plus de celles données ci-dessous, des procédures de mesures et d’essais nouvelles et améliorées
deviendront éventuellement applicables a la suite des travaux CEI en cours.

Dang I'attente de leur parution officielle dans les publications de la CEI, les méthodes\qui ont été
sountises & la procédure du vote et qui ont été acceptées pour publication peuvent étre/pris¢s comme
référence dans la spécification particulieére en citant le rapport de vote correspondant.

D’aufres procédures d’essais et de mesures peuvent étre décrites complétement’dans la spdcification
partiguliere.
12.1 | Méthodes de mesures électriques

Publication 748-2 de la CEI pour les circuits digitaux,
Publication 748-3 de la CEI pour les circuits analogiques,
Publication 748-4 de la CEI pour les circuits d’interface

ou, 3 I’avenir, dans le chapitre IV de la publication correspondante.

12.2 | Méthodes d’essais mécaniques et climatiques
Publication 749 de la CEIl et/ou Publication 68 deda CEI.

12.3 | Essais d’endurance électrique
Pourl|les exigences générales, voir la Publidation 748-1 de la CEI, chapitre VIII, section trois.

Pour|les exigences spécifiques, voir la(publication correspondante: 748-2, 748-3 ou 748-4, cHapitre V,
article 2.

Les cpnditions dans lesquelles les'essais d’endurance sont effectués sont déterminées de la fagon|suivante:

La dissipation de puissance, la température de fonctionnement et la tension d’alimentation sonjt choisies
selon| I'ordre de priorité.suivant:
a) la dissipation de puissance du circuit est la valeur maximale permise par la spécification parti-
culiére;
b) la température ambiante ou celle du point de référence est la valeur maximale pernjise par la
spécification particuliére pour la dissipation de puissance du point a);
¢y lestensions d’alimentation sont les valeurs maximales permises par la spécification particuliere,
auroins qu’elles ne soient limitées par a) ou b).

Les conditions d’essais et les exigences sont données dans la spécification particuliére.

La durée des essais d’endurance doit étre:
— groupe B: 168 h;
— groupe C: 1000 h;
— groupe D, Catégorie II: 2000 h;
— groupe D, Catégorie III: 3000 h.

La durée des essais d’endurance indiquée pour le groupe D est la somme des durées des essais d’endu-
rance des groupes C et D.
Excepté pour les essais du groupe D, ces essais doivent étre considérés comme non destructifs.


https://iecnorm.com/api/?name=91186987501f2ba90c6504f236b598b0

748-11 © IEC — 37 —

10. Terminal identification
Refer to IEC Publication 747-1, chapter VI, clause 8.

11. Additional information

Under consideration.

12. Test and measurement procedures
The following sub-clauses make reference to various test and measurement procedures needed to imple-
ment the requirements of IEC detail specifications.

In addition to those listed, new or improved test and measurement procedures will emerge as a result

of contigrmmg HEC activitics:

Pending| their formal appearance in IEC publications, methods which have been subject to,the voting
procedufe and declared acceptable for publication may be referenced in the detail specificatjon by
quoting the voting report document.

Other tdst and measurement procedures shall be described in full in the detail speeification.

12.1 Elpctrical measuring methods

IEC Publication 748-2 for digital circuits,
IEC Publication 748-3 for analogue circuits,
IEC Publication 748-4 for interface circuits

or, in future, in Chapter IV of the relevant publication.

12.2 Meéchanical and climatic test methods

IEC Publication 749 and/or IEC Publication 68.

12.3  Elpctrical endurance tests

For gengral requirements, see IEC Publication 748-1, Chapter VIII, Section Three.
For spedific requirements, see the relevant publication: 748-2, 748-3 or 748-4, Chapter V, Clause 2.
Conditidns under which endurance tests are carried out shall be determined as follows:

The chofce of power dissipationyoperating temperature and supply voltage shall be made in the following
order of] precedence:

a)[the power dissipation of the circuit shall be the maximum permitted by the detail specifigation;

b)[ the ambierit or reference-point temperature shall be the maximum permitted by the|detail
specification-at the power dissipation of a);

¢) |thé supply voltages shall be the maximum permitted by the detail specification unless ljmited
bylLa}or bh)

The conditions of test and requirements shall be stated in the detail specification.

The duration of endurance tests shall be:

— group B: 168 h;
— group C: 1000 h;
— group D, Category II: 2000 h;
— group D, Category III: 3000 h.

The endurance duration shown for Group D is the accumulated time for Group C and D endurance.

Except for the Group D test, these are regarded as non-destructive tests.
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12.4 Procédures d’essais accélérés

Les procédures d’essais accélérés sont incorporées dans la deuxiéme édition de la Publication 747-10 /
QC 700 000 de la CEL

12.5 Mesures par corrélation

12.5.1 Domaine d’application
Les mesures des caractéristiques statiques et dynamiques spécifiées aux températures extrémes peuvent
étre effectuées a d’autres températures (par exemple a la température ambiante), si I’on peut démontrer
que les résultats d’essais obtenus dans des conditions différentes présentent une bonne corrélation. Les
méthodes peuvent aussi s’appliquer a d’autres cas, par exemple a des réseaux de charges différentes
lorsque ’on doit mesurer des paramétres dynamiques. Le degré de corrélation peut étre défini et calculé
par des méthodes statistiques.
On pgut aussi établir qu’il y a corrélation par une connaissance approfondie des technologiesi mises en
jeu, yne bonne connaissance des parametres qui ont une influence sur les résultats et de.’évalyation des
donnges recueillies.

12.5.2 Exigences
Les mesures par corrélation peuvent étre autorisées, pourvu que les conditions suivantes soient éalisées:

~ les spécifications correspondantes: générique, intermédiaire, de famille ou particulieres
cadres doivent explicitement les autoriser et spécifier le egré de corrélation requjs;

— la corrélation est vérifiée tout d’abord lors de ’homologation, puis périodiquement.

12.5.3 Méthodes

On pfopose deux méthodes: la méthode N° I, basée sur des mesures de parametres et des cglculs sta-
tistiques, et la méthode N° II, qui est empirique.

12.5.8.1 Méthode I

On mesure chaque paramétre pour les deuxeonditions différentes et, a 'aide des deux séries dle lecture
(x;, y]), on calcule ainsi le coefficient de eorrélation:

n n
moyennes: x = % Z X; y = % Z Y

n
g x?2 - ni?
) i=1
écarts types: S, = n o1
n
E yiz"n)jz
i=1
Sy = n-1
. 1 1
covariance: S, = T ( E XY Z X Z i)
S

coefficient de corrélation: y, =

n
in)’i""-f)_’
i=1

S, Sy

Yey =
n

n
inz_”iz Zyiz_n)-,z

i=1 i=1


https://iecnorm.com/api/?name=91186987501f2ba90c6504f236b598b0

748-11 © IEC -— 39 —

12.4  Accelerated test procedures
The accelerated test procedures are incorporated in the second edition of IEC Publication 747-10 /
QC 700 000.

12.5 Correlated measurements

12.5.1 Scope
Measurements of static and dynamic characteristics specified at extreme temperatures may be performed
at other temperatures (for example, room temperature), if it can be demonstrated that the test results
obtained under the different conditions are correlated. The methods may also be applicable to other
conditions, e.g. different loading networks for dynamic parameters. The degree of correlation can be
defined and demonstrated by statistical methods.

It may alfo be possible to establish correlation from a thorough knowledge of the technologies inv¢lved,
an underptanding of the parameters that influence the characteristics in question and the intetprefation
of collected data.

12.5.2 Requirements
Correlat¢d measurements may be allowed, provided the following conditions are/met:

1 the relevant generic, sectional, family or blank detail specification.shall explicitly aliqw for
it and specifies the required degree of correlation;

1 the correlation is verified initially at qualification approval,\theén periodically.

12.5.3 Methods

Two methods are offered: No. I, which is based upon parameter measurements and statistical caflcula-
tions and No. II, which is empirical.

12.5.3.1 Method I

Each pafjameter is measured under two different conditions and, by means of the two sets of reddings
(x;, ;), the correlation coefficient is calculated @s follows:

n n
meaﬁs:i=—%—in }7=%Z}’i

i=1 i=1
n
E x> — nx?
tandard deviatiéns: S, = \| ~——1
n
Z ¥t - ny?
i=1
S, = n-1
. 1 1 Z Z
covariance: S, = 5 —1 ( § XY T T X i)
. . . . — SXV
correlation coefficient : y, = 5 s
) xSy
n
E X, y,—-nxy

i=1

(i xiz—niz) (iyf—nﬁ)

i=1
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NOTE - 1I existe de nombreux programmes d’ordinateur et de calculateur pour ce genre de calcul; les formules ne sont données
qu’a titre explicatif.
1l faut déterminer la limite applicable dans le cas de la méthode corrélative. Cela peut étre fait:

— soit en enregistrant les deux ensembles de valeurs et en étudiant les différences,

— soit en ajustant la limite non corrélée par utilisation de la différence des moyennes (%, y).

On doit spécifier une valeur pour le coefficient de corrélation; 0,85 est 'exigence minimale.
Cette méthode n’est pas applicable si le coefficient de corrélation est inférieur a la valeur spécifiée.

12.5.3.2 Méthode 11

Cette méthode est basée sur:
— une connaissance approfondie de la technologie mise en ceuvre;
— une bonne compréhension de tous les paramétres qui ont une influence sur le comportement

dudisnositif concerné:
r 7

— un grand nombre de résultats obtenus dans différentes conditions d’essai.

A Taide de ces informations, il est possible de déterminer au départ une limite pour les\mesures obte-
nues phr corrélation. Le modele théorique utilisé doit €tre fourni 8 PONS sur demande. Par guite de
I’expérjence acquise, on ajustera la limite initialement prévue pour répondre auxexigences de yérifica-
tion infliquées ci-dessous.

12.5.4 | Vérification de la corrélation.

La vérjfication de la corrélation s’effectue & deux reprises:

- pendant ’homologation de chaque type de dispositif;
— lors de la vérification périodique de la corrélation (la période ne doit pas dépasser {in an).
Un échantillon de 125 dispositifs ayant satisfait aux limites d’€ssais obtenues par corrélation dpit Etre
mesurg aux limites réelles prévues dans les conditions d’essai spécifiées (par exemple, dans la spécifica-
tion particuliére, aux températures minimale et maximale). S’il y a alors plus d’un défaut, la corfélation
pour lq paramétre correspondant n’est pas valable. Cette suite d’opérations doit s’effectuer pour|chaque
model¢g a homologuer.

Pour vgrifier la corrélation, on peut appliquepjes regles d’associativité valables pour les essais ’endu-
rance.
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NOTE - There are many computer and calculator programs available for these kinds of calculations and the formulae are given
for explanatory purposes only.

The test limit for the correlated measurement has to be set. This may be done:
— either by plotting the two sets of readings and studying the difference,
— or by adjusting the uncorrelated limit by using the difference between the means (%, y).

A value for the correlation coefficient has to be specified with 0.85 as a minimum requirement.
This method is not applicable if the correlation coefficient is less than the specified value.

12.5.3.2 Method 11

This method is based on:
— a deep knowledge of the technology;
— a good understanding of all the parameters influencing the performance of the device concerned;
— a large amount of data accumulated under different test conditons.

By megns of this information, it is possible to determine an initial test limit for thejcorfelated
measurgment readings. The theoretical model used shall be made available to the NSI on requgst. By
a use of a repetitive feedback loop, the initial limit will be adjusted to fulfil thehrequiremepts for
verificafion below.

12.5.4 |Verification of correlation

The verjfication of the correlation is performed on two different occasidns:

— during qualification of each device type;

— when verifying correlation on a periodic basis (which sheuld not exceed one year).
A sample of 125 devices that meets the correlated test limits shall be measured to test limits at tlLe spe-
cified tept conditions (e.g. detail specification at minimum opmaximum temperatures). If more than one
reject is|found, the correlation for the relevant parameter.is not valid. The exercise is repeated fqr each
type to pe qualified.

Structurfal similarity, as valid for endurance tests, may be applied for verification of correlation|
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SECTION UN - GUIDE

Domaine d’application

La présente spécification particuliere cadre générale (GBDS) constitue un guide pour la rédaction des
spécifications particuliéres cadres (BDS) individuelles concernant les circuits intégrés a semiconducteurs
qui entrent dans le cadre du Systéme d’assurance de la qualité¢ de la CEI, et en particulier:

2.

— la numérotation et le contenu des articles;
— les références aux documents applicables;
— le format général.

Objet et utilisation

L’objlet de la présente spécification particuliére cadre générale est I'établissement d’un format pormalisé

pour
norm
rente
spéci

Dans
plete
la spq
cédui

Cette
conte
partid

Chagjue spécification particuli¢re cadre pour un type particulier de circuits intégrés doit étre

laide
établ
liere

NOTH
sans e

3.
Conf

cifications IECQ des CE 47 / SC 47A.

4.

es spécifications particuliéres cadres concernant les circuits intégrés a semiconducteurs. ¢
alisé est destiné a doter ces spécifications particulieres cadres d’une structure uniforme

ications contient les renseignements nécessaires et suffisants pour satisfaire’a son but.

le cadre du Systéme d’assurance de la qualité de la CEI, la spécification particuliere c3
les normes CE 47 pour chaque type particulier de circuits intégrés\Da spécification gén
cification intermédiaire fournissent ensemble les exigences générales en ce qui concern
es d’assurance de la qualité du circuit intégré.

spécification particuliere cadre générale fournit une stricture normalisée pour la préser
nu technique et des exigences de controle de la conformité de la qualité, au sein de la spg
uliere cadre.

du contenu de la section deux de cette GBDS. Le titre et la numérotation de chaque a1
s dans cette section. La figure 1 montre Jlordre dans lequel les articles de la spécificatio
cadre doivent étre disposés.

- Lorsqu’un article n’est pas applicableyil convient que cela soit indiqué sous le titre de P'article ou I'article pe
ntrainer une nouvelle numérotation des articles suivants.

Spécifications IECQ des'CE 47 / SC 47A
brmément a article 2 de la section un de la présente norme, la figure 2 présente le system

Documents applicables

1) Reglés)de procédure
Publication QC 001002 de la CEIL

2)<8pécification générique

e format
et cohé-

qui simplifie leur rédaction en permettant de vérifier de facon systématique, que chacupe de ces

dre com-
érique et
e les pro-

tation du
cification

rédigée a
ticle sont
h particu-

ut étre omis

e des spé-

Publication 747-10 de la CEIL.

3) Spécification intermédiaire
Publication 748-11 de la CEI.

4) Dispositifs a semiconducteurs — circuits intégrés

Publication 747-1 de la CEI.
Publication 748-1 de la CEI.
Publication 748-2 de la CEI.
Publication 748-3 de la CEI.
Publication 748-4 de la CEI.
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SECTION ONE - GUIDANCE

1.  Scope

This general blank detail specification (GBDS) provides a guide for the preparation of individual blank
detail specifications for semiconductor integrated circuits within the IEC Quality Assessment System, in
particular the:

— numbering and content of clauses;
— references to related documents;
— overall format.

2. Objectamdusage

The obje
cification
form and
to verify

Within th
ticular ty
the genej

This GBI
technical

Each blapk detail specification for a particular type of integrated circuit shall be constructed usir

contents
section. H

NOTE - W

renumbering the clauses that follow it.

3. IE(

In accord
SC 47A 1

4. Related documents

1)
IE(

2)

b for semiconductor integrated circuits so that all such blank detail specifications-have 3
consistent structure. This, in turn, simplifies their preparation by allowing a systematic
that each one contains the necessary and sufficient information for its purpose.

be of integrated circuit. The generic specification and the sectional specification togethe
al requirements for quality assessment procedures of the product-

DS gives a standard arrangement for the presentation in the blank detail specification (
content and requirements for quality conformance inspection.

pf Section Two of this GBDS. The title and dumbering of each clause are specified ij
igure 1 illustrates the order in which clauses inthe blank detail specification shall be laid g

Vhen a clause is not applicable, either this should.be indicated under its title or the clause may be omitted v

[Q speciﬁcation system of TC. 47/ SC 47A

ance with Section One, Clause 2 of this standard, the IECQ specification system of T¢
5 presented in Figure 2.

Rules of progedure
[ Publication QC 001002.

Genéric specification

't of this general blank detail specification is to establish a standard format for blank-detaill spe-

| uni-
heck

e IECQ system, the blank detail specification completes the standards\of TC 47 for each par-

- give

f the

g the
that
ut.

ithout

" 47/

1IE

" Publication 747-10

3) Sectional specification

IEC Publication 748-11.

4) Semiconductor devices — integrated circuits

IEC Publication 747-1.
IEC Publication 748-1.
IEC Publication 748-2.
IEC Publication 748-3.
IEC Publication 748-4.
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5) Symboles graphiques pour schémas

Catalogue des symboles graphiques normaux. (A I’étude.)
Publications 617-12 et 617-13 de la CEI

6) Encombrement du boitier

Publication 191-2 de la CEL

7) Essais mécaniques et climatiques
Publication 749 de la CEI.

Exigences de contréle
pour l'assurance de la qualité

Articles 10a 14

Renseignements
supplémentaires

Y

Article'@

Spécifications requises
pour I'identification

Articles 1a 8

Premiére page
de la DS
(cases 1 & 9)

Premiére page
de la BDS

316/90

NOTES

1 Le contenu de la premiere page de la BDS fournit un guide pour la rédaction des informations qui devraient, si possible, étre
fournies sur la premiére page de la DS.

2 Ilyalieu que la premiére page de la BDS et la premiére page de la DS soient reproduites telles qu’elles figurent dans la section
deux de cette annexe, mais avec la modification appropriée du titre sur la premiére page de la BDS.

Figure 1
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5) Graphical symbols for diagrams

Catalogue of standard graphical symbols. (Under consideration.)
IEC Publications 617-12, 617-13.

6) Package outline
IEC Publication 191-2.

7) Mechanical and climatic test methods
IEC Publication 749.

Inspection requirements
for quality assessment

Clauses 10-14

Additional
information

Clause 9

Required specifications

for identification

Clauses. 1-8

Front page
of the DS
{boxes 1-9)

First page
of the BDS

316/90

NOTES

1 The contents of the first page of the BDS give guidance on the information which wherever possible should be given on the
front page of the DS.

2 The first page of the BDS and the front page of the DS should be reproduced as they are given in Section Two of this appendix,
but with an appropriate change of title for the first page of the BDS.

Figure 1
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SECTION DEUX - STRUCTURE GENERALE DES
SPECIFICATIONS PARTICULIERES CADRE (BDS)

SPECIFICATION PARTICULIERE CADRE
POUR LES CIRCUITS INTEGRES A SEMICONDUCTEURS

INTROBUCHON

Le S
CEl
telle
d’ung
siter

Cettd
nant

747-1

Rens
Lesm

suivaptes qui doivent étre portées dans les cases prévues a cet effet.

Ident
(1]

2]
(3]
(4]

Ident

5]
(6]

bt sous son autorité. Le but de ce systéme est de définir les procédures d’assurance de la

spécification applicable, soient également acceptables dans les autres pays participants s4
d’autres essais.

spécification particuliere cadre fait partie d’une série de spécifications-particulieres cadrg

D/QC 700000: Dispositifs & semiconducteurs — Dixieéme parti€i/Spécification génériqug
dispositifs discrets et les circuits intégrés.

pignements nécessaires
ombres indiqués entre crochets sur cette page et les\pages suivantes correspondent aux i

fication de la spécification particuliére
Nom de I’Organisme national de normalisation sous I’autorité duquel la spécification p3
pst établie.

Numéro IECQ de la spécification particuliere.

Numéros de référence et d’édition des spécifications générique et intermédiaire.
Numéro national de la spécification particulicre, date d’édition et toute autre informatig
pbar le systéme national.

fication du composant

Fonction principale et numéro de type, par exemple circuit intégré a microprocesseurs
Renseignements sur la construction typique (matériaux, technologie principale) et le bg

pxemiple les particularités des caractéristiques dans le tableau comparatif.
[ €s/précautions a prendre contre la sensibilité électrostatique doivent étre ajoutées dan

stéme CEI d’assurance de la qualité des composants fonctionne conformément auxstatuts de la

ualité de

facon que les composants électroniques, livrés par un pays participant conformément aux gxigences

ns néces-

S concer-

les dispositifs & semiconducteurs; elle doit étre utilisée avec la ptiblication suivante de la CEI:

pour les

dications

rticuliére

n requise

68 000.
itier.

Bi le dispositif a plusieurs types de produits dérivés, les différences doivent étre indiquées, par

la spéci-

fication particuticre.

[7] Dessin d’encombrement, identification des bornes, marquage, et/ou référence aux documents cor-

respondants pour les encombrements.
[8] Catégorie d’assurance de la qualité conformément au paragraphe 2.6 de la spécification générique.
[9] Données de références.

NOTES
1 Les articles indiqués entre crochets sur la page suivante de cette spécification qui constitue la premiére page de la spécification
particuliére, sont destinés a guider le rédacteur de la spécification et ne doivent pas figurer dans la spécification particuliére.

2 Lorsqu'il y a un risque d’ambiguité quant a savoir si un paragraphe est uniquement destiné a guider le rédacteur ou non, ce
paragraphe doit figurer entre crochets.
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